1° E.T.S.I.'T. Convocatoria Extraordinaria de Septiembre - 2003
Tecnologia y Componentes Electronicos y Fotonicos

1. Calcular la relacién entre las resistencias R; y R, para que el diodo D, conduzca en directa. Datos: D;: V=1V
V=4V, R=0QyR~=100£;D,: V=1V, V,=8V,R=10Qy R,=1000 Q. (3 puntos).

>

4 kQ

2. En el amplificador de la figura, calcular, bajo la condicion de pequefia sefial: a) Ganancia de tension Ay=Vo/Vs.
b) Impedancia de entrada Z. ¢) Impedancia de salida Zgyr.

Considerar que VCC:12 V, RE,l:llS kQ, RB2:27 kQ, RC:1.8 kg, R51:22 Q, RE2:470 Q, RS:100 Q y RL:1 kQ,

siendo los parametros caracteristicos del transistor bipolar utilizado: =330y Vpg=0.7V.

3. Hallar el punto Q de los transistores MOS en el siguiente circuito, si
K, -(W,/L)=9mA/NV*, V., =1V, K,-(W,/L,)=4mA/NV’ y
Vi, =2V.
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Duracion: 2 horas y media
Problema 1: 3 puntos; Problema 2: 4 puntos; Problema 3: 3 puntos






